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Тема дисертації:
1. Морфологічні та структурні зміни в напівпровідниках А3В5 і А2В6 та системах на їх основі, стимульовані
післяростовими обробками

2. Morphological and Structural Changes in III-V and II-VI Semiconductors and Related Systems Caused by Post-
growth Treatments

Реферат:
1. Об'єкти дослідження: напівпровідникові сполуки GaAs i ZnS та системи плівка-підкладинка на їх основі.
Мета роботи: виявлення зв'язку морфології поверхні полікристалічних плівок, що є компонентами
напівпровідникових приладних систем, з внутрішньою кристалічною структурою та процесами на межі
поділу фаз, спричиненими післяростовими обробками. Основні методи досліджень: атомно-силова
мікроскопія, рентгеноструктурний аналіз. Основні результати: вивчено зв'язок морфологічних та
структурних характеристик полікристалічних плівок ZnS:Cu з умовами їх виготовлення та післяростових
обробок. Досліджено залежність структурної досконалості контактних систем на GaAs з антидифузійним
шаром ТіВ2 від режиму магнетронного напилення та їх термічну стійкість. Розвинуто і удосконалено методи
досліджень. Результати використано при розробці технологій виготовлення твердотільних



напівпровідникових структур для мікроелектронних та оптичних пристроїв з метою оптимізації їх
параметрів та підвищення ефективності роботи.

2. Objects of investigation: Semiconductor compounds GaAs and ZnS as well as film-substrate systems based on
them. The main task: To investigate relations between surface morphology of polycrystalline thin films used in
semiconductor device structures and their crystalline structure, as well as processes of structure ordering in
interface caused by post-growth treatments. The main research methods: Atomic Force Microscopy and X-ray
diffraction structural analysis. The main results of investigation: Ascertained were the correlation of morphological
and structural characteristics of polycrystalline ZnS:Cu films with conditions of fabrication as well as post-growth
treatments and the structure perfection and thermoresistance of metal-GaAs systems with TiB2 аntidiffusion
layers in dependence on parameters of magnetron deposition process and their thermal stability. Developed and
improved are abovementioned methods of investigations. There results were used in elaboration of technologies
for manufacturing sol id semiconductor structures used in microelectronic and optical devices with the aim of
optimization of their performances.
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